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(§) Verfahren zur HersteHung von mmdestens zwer Transistoren fn elnem Halbleiterkdrper 



@ Bei einem Vorfahren zur Herstellung von mindestens zwet 
Tran$istoren (1. 2) in einam Halbleiterkdrper (9) wird ein 
Wannendotierungsgeblet (3) erzeugt in dem die Dotia- 
rungsmaske im Abschnitt der zu erzeugenden Wanne (3) mit 
fur dan Dotier$toff nichtdurchlassigen Bereichen strulauriert 
ist Nach einer Diffusion stalit sich in der Wanne (3) eine 
Ladungstragerkonzentratlon ein, die im Vergielch zu einar 
glaichzeitig hergastellten herkomm lichen Wanne (10) niedri- 
ger 1st, Die Wanne (3) dient als Ladungstrigersenke fur 
einen Transistor (1) von hoher Spannungsfestlgkeit, wah- 
rend der in der herkdmmllchen Wanne hergestellte Transi- 
stor (2) niedriga Spannungsfestlgkeit, aber geringe Rache 
fQr hoho Paekungsdiehte aufwaist. 



11 13 12 14 MIM ? ? T? 



i 



UJ 

Q 



BUNDESDRUCKEREt 07.99 602137/317 



20 



DE 195 

1 

Beschreibung 

Die ErHndung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
von mindestens zwei Transistoren in einem Halbleiter- 
kdrper unter Verwendung von Wannendotierungsge- 
bieten. 

Die Spannungsfestigkeit von Transistoren hangt be- 
kanntiich von der Aiisdehnung der Raumladungszone 
im Ladungstragersenkengebiet des Transistors, das bei 
MOS-Transistoren das Draingebiet und bei Bipolar- 
transistoren das ICoUektorgebiet ist» ab. Um eine ent> 
sprecfaend groBe Ausdehnung der Raumladungszone zu 
erhalten, sind Gebiete hinreichend niedriger Dotier- 
sto^onzentradon erforderlich. Die realisierten Transi- 
storen weisen dann eine hohe Durchbruchsspannung 
auf. 

Heutzutage besteht das Bestreben, solche Bauele- 
mente mit hoher Spannungsfestigkeit und andere Bau- 
elemente mit niedriger Spannungsfestigkeit auf einem 
einzigen integrierten Haibleiterchip zu realisieren. Die 
erstgenannten Transistoren werden zxim Schalten hoher 
Spannungen und/oder hoher Strdme venvendet. Die 
zweitgenannten Transistoren werden zur Realisienmg 
von digitalen Logikfunktionen oder Analogfunkdonen 
verwendet Da zur schaltungstechnischen AusfOhrung 
dieser Funkdonen Oblicherweise eine Vielzahl von 
Transistoren erforderlich ist, soli die Packungsdichte 
mdglichst hoch und die von einem Transistor besetzte 
Flache mdglichst gering sein. 

In solchen integrierten Schaltungschips wurden bis- 
her fiir die Transistoren mit der hohen Spannungsfestig- 
keit Wannendotierungsgebiete verwendet Wenn diese 
Wannen niedrig dotiert werden, um eine entsprechend 
hohe Spannungsfestigkeit zu erreichen, und auBerdem 
der Wannenherstellungsschritt gleichzeitig zur Herstel- 
lung von komplementaren CMOS-Transistoren mit der 
niedrigen Spannungsfestigkeit verwendet wird, ist die 
Packungsdichte fur die CMOS-Transistoren der niedri- 
gen Spannungsfestigkeit wegen der sich ergebenden 
groBen Kanallangen relativ niedrig. Wenn andererseits 
verschiedene Herstellungsschritte zur Erzeugung der 
jeweiligen Wannengebiete fur Transistoren hoher bzw. 
niedriger Spannungsfestigkeit angewandt werden» kann 
zwar der FlSchennachteil verringert werden, es sind je- 
doch zusttzliche fotoUthogralische Schritte und Implan- 
tationsschritte notwendig. Die Herstellung solcher 
Schaltungen ist folglich aufwendig und dementspre- 
chend teuer. 

In der EP-A-0 387 999 sowie der £P- A-0 242 623 sind 
Verfahren zur Herstellung von fiir digitale Signalverar- 
beitung geeigneten MOS-Transistoren und von fOr die 
Verarbeitung voa Hochvoltsignalen geeigneten MOS- 
Transistoren in einer einzigen integrierten Schaltung 
beschrieben. Es werden Wannendotierungsgebiete, die 
erstgenannte Transistoren aufhehmen, und Wannendo- 
tierungsgebiete, die als ElektrodenanschlQsse fOr letzt- 
genannte Transistoren dienen, erzeugt In einer anderen 
Literaturstelle, IEEE Journal of Solid State Circuits, 
Band SC-21, Nr. 2, April 1986. Seiten 293-296, ''An 
Enhanced Fully Scaled l^-(un CMOS Process For Ana- 
log Applications", Robert K. Reich et aL ist ein ^hnliches 
Herstellungsverfahren mit einem Hochvolt-Bipolar- 
transistor. 

Die Auf gabe der Erfindung besteht darin, ein Verfah- 
ren zur Herstellung von mindestens zwei Transistoren 
unterschiedlicher Spannungsfestigkeit auf einem einzi- 
gen Haibleiterchip anzugeben, das mit mdglichst weni- 
gen ProzeBschritten ausfflhrbar ist 
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Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach den 
Merkmalen des Patentanspruchs 1 angegeben. 

Vorteilhafte Weiterbildungen des Verfahrens sind in 
den Unteranspriichen angegeben. 
5 Durch die Maskierung der £>otiermaske innerhalb 
des fiir den Transistor der hohen Spannungsfestigkeit 
vorgesehenen zweiten Wannendotierungsgebiets wird 
erreicht, daB eine niedrigere Ladungstragermenge in 
den Halbleiterkdrper eintritt, als beim ersten Wannen- 

10 dotterungsgebiet, das zur Aufoahme des komplemen- 
taren Transistors der niedrigen Spannungsfestigkeit 
dient Nach der durch die Warmebehandlung bewirkten 
Diffusion stellt sich in der zweiten Wanne insgesamt 
eine niedrigere Dotierstoffkonzentration ein als in der 

15 ersten Wanne. Die zweite Wanne wird nun als Drainge- 
biet des MOS-Transistors der hohen Spannungsfestig- 
keit verwendet Wegen der niedrigen Dotierstoffkon- 
zentration in der zweiten Wanne weist dieser MOS- 
Transistor eine hohe Spannungsfestigkeit auf. Bei der 

20 Herstellung werden keine zus^tzlichen Maskenschritte 
eingefuhrt 

Die Parameter fOr den Dotierungsvorgang (Behand- 
lungszeit, Ladungstragerdosis etc.) konnen so gewahit 
werden, daB sich fur die ersten Wannen fur die MOS- 

23 Transistoren der niedrigen Spannungsfestigkeit mdg- 
lichst geringe WannengroBen ergeben und somit die 
Packungsdichte hoch ist Die von der Ladungstrager- 
konzentration in den zweiten Wannen abh^gige Hohe 
der Spannungsfestigkeit kann dadurch eingestellt wer- 

30 den, daB das Verhaitnis von durchlSssigen zu nicht- 
durchlassigen Bereichen der Dotierungsmaske verSn- 
dert wird Insgesamt ist durch das Verfahren eine inte- 
grierte Schaltung mit Transistoren hoher Spannungsfe- 
stigkeit und weiteren Transistoren fflr niedrige Span- 

35 nungsfestigkeit bei hoher Packungsdichte herstellbar. 
Das Verfahren benotigt keine zusatzlichen Masken- 
schritte. 

Die Struktiw der fOr den Dotierstoff durchlSssigen 
und nichtdurchl^ssigen Bereiche der Dotierungsmaske 

40 wird entsprechend dem gewiinschten Dotierungsprofil 
und der gewUnschten Ladungstr^gerkonzentration ein- 
gestellt Vorzugsweise werden beide Gebiete streifen- 
formig ausgefuhrt mit konstantem Streifenabstand und 
konstanter Streifenbreite l^ngs eines Streifens sowie in 

45 bezug auf alle Streif en untereinander. Durch sich verin- 
demde AbstSnde kann ein Ladungstragergradient er- 
zeugt werden. Sich verringemde Abstande zum Drain 
hin sorgen dafQr, die Gefahr eines Lawinendurchbruchs 
in der Drifcstrecke des Draingebiets zu verringem. Prin- 

50 ^piell kann jegUches,regehnaBiges Muster verwendet 
werden. Beispielsweise sind die durchl^sigen Bereiche 
in Rechteckform ausgefOhrt, mit jeweils konstantem 
Abstand voneinander. Die minimale Grdfie der nicht- 
durchlissigen und durchl^ssigen Bereiche liegt in der 

55 GrdBenordnung der durch den HerstellungsprozeB mi- 
nimal herstellbaren StrukturgroBe. Diese ist ablicher- 
weise mit der minimal herstellbaren Gatelange eines 
MOS-Transistors gegeben. Die maximale GroBe eines 
far den Dotierstoff nichtdurchlassigen Bereichs der Do- 

60 tierungsmaske ist derart zu wahlen* daB sich unterhalb 
des von diesem Bereich oberflachiich bedeckten Halb- 
leiterkdrpers noch ein mdglichst gleichformiger Verlauf 
der Dotierstoffkonzentration ergibt Vorzugsweise lie- 
gen Breite imd Abstand der Streifen jeweils in der Grd- 

65 Benordnung der minimal herstellbaren Struktur. Damit 
ergibt sich ein Fiachenverhaltnis von nichtdurchlSssi- 
gem Bereich und durchl^ssigem Bereich in der Dotier- 
stoff maske von 1 : 1. Bei der Verwendung von rechteck- 
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fdrmJgen durchlSssigen Bereichen der Kantenl^ge U 
die mit einem Abstand L voneinander angeordnet sind, 
ergibt sich ein Fiachenverhaltnis von 3 : 1. Das Flfichen- 
verhMtnis wird je nach gewunschter zu erzeugender 
Dotierstoffkonzentration in der zweiten Wanne fur den 
Transistor der niedrigen Spannungsfesdgkeit einge- 
stellt. 

In bevorzugten Ausfuhrungsformen kann ein PMOS- 
Transistor fiir Hochvoltanwendungen und ein N-Kanal- 
MOS-Transistor ftir digitale und analoge Signalverar- 
beitungsfunktionen auf einem Chip hergestellt warden 
Oder ein DMOS-Leistungstransistor zusammen mit ei- 
nem P-Kanal-MOS-Transistor fiir die Signalverarbei- 
tungsfunkdonea 

In der europaischen Patentanmeldung EP- 
A2-0 176 778 ist ein Verfahren zum Herstellen eines pn- 
Obergangs beschrieben, bei dem eine allzu enge Krum- 
mung am Rand eines Dotierungsprofils, die zu einer 
hohen Feldstarkebeiastung fuhren wtirde, vermieden 
werden soil, indem ein allmahliches Ansteigen und Aus- 
iaufen der Dotierung am Rand hergestellt wird, so daB 
die Durchbnichsspannung insgesamt erhdht wird Dies 
wird dadurch erreicht, daB die Dotierungsmaske Off- 
nungen aufweist, die mit zimehmendem Abstand vom 
Rand kleiner bemessen sind und/oder weiter voneinan- 
der entfernt sind 

In einer anderen europaischen Patentanmeldimg EP- 
A2-0 262 356 ist ein Verfahren zur Herstellung eines 
pn-Obergangs beschrieben, bei dem eine oberfiachlich 
auf dem Halbleiterkdrper aufgebrachte Schicht ver- 
wendet ist, in die Dotierstoff eingebracht wird Die 
Schicht wirdderart strukturiert, daB Schichtanteile ganz 
Oder teilweise entfernt werdea Durch nachfolgendes 
Tempem wird fUr eine unterschledliche Dotierstoffkon- 
zentration in dem darunter liegenden Halbleiterkdrper 
gesorgt. Durch unterschledliche Abst^nde der nicht ent- 
femten Strukturelemente wird ffir einen allmahlichen 
Anstieg der Grenzflache der eingebrachten Dotierung 
am Rand des Dotierungsgebiets gesorgt Oder auch fiir 
elnen allmahlichen Obergang zwischen zwei Dotie- 
rungsgebieten. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der in der 
Zeichnung dargestellten beiden Ausfuhrungsbeispiele 
naher beschrieben. 

Es zeigen: 

Fig. 1 ein erstes Ausfuhningsbeispiel mit einem 
PMOS-Hochvolttransistor und einem N-Kanal-MOS- 
Feldeffekttransistor fur Signalverarbeitung, 

Fig. 2 ein zweites Ausfuhningsbeispiel mit einem 
DMOS-Leistungstransistor und einem P-Kanal-MOS- 
Transistor fiir die Signalverarbeitung und 

Fig. 3a und 3b einen Querschnitt durch eine Dode- 
rungsmaske und das sich ergebende DotierungsprofiL 

In der Fig. 1 ist ein Querschnitt durch einen Halblei- 
terkdrper gezeigt, in dem ein PMOS-Hochvolttransistor 
1 und ein eine digitale Schaltfunktion oder eine analoge 
Signalverarbeitungsfunktion ausfahrender n-Kanal- 
MOS-Feldeffekttransistor 2 realisiert sind Der Transi- 
stor 1 umfaBt ein p-leitendes Draindotierungsgebiet 3, 
das in Form einer Wanne ausgefflhrt ist. Bei einer Wan- 
ne handelt es sich um ein Doderungsgebiet mit relativ 
niedriger Dotierung (10*^... 10*' cm*^), das relativ tief 
von der Oberflache des Halbleiterkdrpers her in diesen 
hineinreicht. Die Dotierungskonzentration und -art ist 
symbolisch mit p — angegeben. Innerhalb der Wanne 3 
ist ein hochdodertes, p-leitendes (p'*') AnschluBdode- 
rungsgebiet fOr den DrainanschluB 4 angeordnet Dies 
hat Qberlicherweise eine um mindestens zwei Grdfien- 
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ordnungen (Zehnerpotenzen) hdhere Dotierstoffkon- 
zentration. Neben der Wanne 3 ist eine n"-leitende 
Wanne 5 angeordnet, in der sich der invers leitende 
Kanal des MOS-Transistors ausbilden kann. Innerhalb 
5 der Kanalwanne 5 liegt das p"*" -leitende Sourcegebiet 6. 
Oberhalb der Kanalwanne 5 ist fiber einem Gateoxid 8 
eine Gateelektrode 7 aus Polysilizium aufgebracht Der 
MOS-Transistor 2 umfaBt bekanntiich eine p~-Wanne 
10, n''"-leitende Drain- und Sourcegebiete 11, 12 sowie 

10 ein Gate 13. Der Halbleiterkdrper ist durch ein dickes 
Feldoxid 14 im wesentlichen bedeckt 

Zur Herstellung der Transistoren wird vorausgesetzt, 
daB der Halbleiterkdrper 9, der ein schwach n-dotiertes 
Siliziumhalbleiterraaterlal ist, soweit vorbereitet ist, daB 

IS Wannendotierungsgebiete eingebracht werden konnen. 
Die Dotierstoffkonzentration des Substrats liegt niedri- 
ger als die Dotierstoffkonzentration eines der Wannen- 
dotierungsgebiete. Zur Herstellung der Dotierungsge- 
biete 3, 10 wird auf die Oberfiache des Halbleiterkdr- 

20 pers 9 eine Dotierungsmaske aufgebracht, die im Be- 
reich der Wanne 10 vollst^ndig durchlSssig ist fiir die 
Dotierstoffe und im Bereich der Wanne 3 den in Fig. 3a 
gezeigten Querschnitt aufweist Die Maske besteht aus 
fur den Dotierstoff nichtdurchl^ssigen Bereichen 

25 30a.. 30e, zwischen diesen nichtdurchl^ssigen Berei- 
chen angeordneten durchlassigen Bereichen 31a. . 31d 
Die nichtdurchlassigen Bereiche 30 bestehen aus einem 
geeigneten Lack, die durchlassigen Bereich 31 aus Off- 
nimgen im Lack. Diese Strukturierung wird durch einen 

30 fotolithografischen ProzeB aufgebracht Mittels her- 
kdmmlicher Techniken, vorzugsweise lonenimplanta- 
tion, wird die Dotierung in den Halbleiterkdrper 9 bei 
den Offnungen eingebracht AnschlieBend wird die Do- 
tierung fiir das n~-Wannengebiet 5 hergestellt 

35 Am Ende des Implantationsvorgangs beHnden sich im 
Bereich der herzustellenden Wanne 3 unterhaib der Off- 
nungen 31a- . 31d Dotierstoffatome, wahrend die Ab- 
schnitte im Halbleiterkdrper unterhaib der nichtdurch- 
lassigen Maskenbereiche 30a. . 30e — von Streuungsef- 

40 fekten abgesehen — im wesentlichen keine Dotierstoff- 
atome enthalten. Nachfolgend wird der mit den Implan- 
tationen 10, 3, 5 versehene Halbleiterkdrper einer War- 
mebehandlung unterzogen, so daB eine Ausdiff usion der 
eingebrachten Dotierstoffe stattfmdet Der Diffusions- 

45 vorgang erfolgt mit ubiichen Parametem fOr Tempera- 
tur und Zeltdauer. Die unterhaib der Offnungen 31 der 
Dotierungsmaske vorliegenden Dotierstoffatome dif- 
fundieren seitlich unter die jeweils benachbarten Mas- 
kenbereiche 30. Es ergeben sich die in Fig. 3b gezeigten 

50 jeweiligen diffundierten Dotierstoffverteilungen 
32a. . 32d, die insgesamt einen Verlauf 33 der Grenzfla- 
che zum Halbleitermaterial 9 ergeben. Da wahrend der 
Implantation nur der die Offnungen 31 umfassende An- 
teil der Oberflache des Halbleiterkdrpers 9 der zu er- 

55 zeugenden Wanne 3 den Implantationsionen ausgesetzt 
war, wogegen aber im Bereich der zu erzeugenden 
Wanne 10 die gesamte Oberflache ausgesetzt war, ist 
die sich nach der Warmebehandlung einstellende Do- 
tierstoffkonzentration in der Wanne 3 (p ) geringer 

60 ais in der Wanne 10 (p~). FOr beide Wannen 3, 10 wird 
dabei der gleiche lonenimplantationsschritt mit nur ei- 
ner Maske und der gleiche Warmebehandlungsschritt 
durchgefuhrt Zusatzliche Masken und Diffusionsschrit- 
te sind nicht notwendig. Die Dotierungsdosis wird so 

65 eingestellt daB sie der ubiichen Dotierungsdosis fOr den 
Transistor 10 entspricht, so daB der die Transistoren der 
niedrigen Spannungsfestigkeit enthaltende Fiachenab- 
schnitt des Halbleiterchips mdglichst dicht gepackt wer- 
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den kann. Der Transistor 2 ist dabei der komplementare 
N- (Canal-Transistor neben einem nicht in derselben 
Wanne angeordneten P-Kanal-Transistor der die Klein- 
sign alverarbeitung betreibenden CMOS-Schaltung. 

Fiir die Spannungsfestigkeit des Transistors 1 ent- 5 
scheidend ist der Bereich 15 der Wanne 3, der vom Ende 
der DrainanschluBdotierung 4 bis zum Kanalende des 
Kanals 16 in der Wanne 5 reicht Durch die niedrige 
p -Dotierung der Wanne 3 kann sich dort eine genQ- 
gend groSe Raumladungszone ausbilden, die geeignet 10 
ist, hohe Drain-Source-Spannungen, die beispielsweise 
im Sperrfali des Transistors auftreten, aufzunehmen. 

Die Abschnitte 30. 31 der Dotieningsmaske konnen 
streifenformig ausgefuhrt sein. Bei Langen von \..2\JLm 
fur eine 1 jim-Technologie kann eine Spannungsfestig- 15 
keit des Hochvolt-PMOS-Transistors von etwa 80 V 
erreicht werden. Mit einer unstrukturierten p- Wanne 
sind nur 35 V erreichbar. Eine weitere Erhohung der 
Durchbruchsspannung kann erreicht werden, wenn die 
Strecke 15 verbreitert wird, wobei weitere der Streifen 20 
30, 31 im AnschluB an den Bereich 30e angefugt werden. 
Die Hahe der p -Dotierstoffkonzentration der Wan- 
ne 3 wird durch Verandem des Flachenverhaitnisses 
von Maskenbereich 30 zu Maskenbereich 31 eingestellt 
Fur die Strukturierung der Dotierungsmaske oberhalb 25 
des zu erzeugenden Wannenbereichs 3 eignet sich jegli- 
ches Muster. Vorzugsweise kdnnen fQr die durchlassi- 
gen Bereiche der Maske auch Rechtecke und Quadrate 
verwendet werden mit zueinander konstantem Abstand. 
Mit den konstanten Abstandsbeziehungen ergibt sich 30 
nach der Warmediffusion in der Wanne 3 ein gleichma- 
Biger, nahezu konstanter Verlauf der Dotierstoffkon- 
zentratioo. Verandern sich die Abstande der durchlassi- 
gen Bereiche der Dotierungsmaske, wird ein Dotier- 
stoffkonzentrationsgefalle erreicht Beispielsweise kon- 35 
nen die Abstande der durchi^ssigen Bereiche innerhalb 
der Raumladungszone 15 zum DrainanschluBgebiet 4 
hin abnehmen, so daB sich eine Erhohung der Dotier- 
stoffkonzentration zum DrainanschluBgebiet 4 hin er- 
gibt Dadurch werden Lawinendurchbrucheffekie ver- 40 
mieden. 

Die in der Fig. 2 gezeigte Anordnung enthait einen 
DMOS-Transistor 40 und einen P-Kanal-MOS-Transt- 
stor 41 zur Signalverarbeitiing. In das schwach n-leiten- 
de Halbleitersubstrat werden m einem Schritt die Dotie- 45 
nmg fur die etwas hdher dotierte n — -leitende Wanne 
42 des DMOS-Transistors 40 sowie die noch hdher do- 
tierte n~-leitende Wanne 43 des P-ICanal-MOS-Transi- 
stors 41 eingebracht Dabei ist die Dotierungsmaske im 
Bereich fiber der zu erzeugenden Wanne 42 entspre- 50 
chend der Fig: 3a strukturiert Durch Warmediffusion 
wird wiederum der Verlauf 44 dieser Wanne erzeugt 
Die n -Wanne 42 des Transistors 40 wirkt als Drain- 
elektrode. Im n-Substrat 45 wird der Drainkontaktan- 
schluB D vorgesehen, beispielsweise mittels eines hoch- 55 
dotierten n-leitenden AnschluBdotierungsgebiets; ent- 
weder an der der unteren Grenzfl&che der Wanne 42 
gegenflberliegenden Seite (wie in Fig. 2 gezeigt) oder 
durch ein AnschluBdotierungsgebiet von der OberflS- 
che des Halbleiterkdrpers her (nicht gezeigt). eo 

In die Wanne 42 wird mindestens ein p-leitendes Ge- 
biet 46 eingebracht, in dem sich der Kanal des DMOS- 
Transistors ausbilden kann. Innerhalb des Gebiets 46 
wird dann ein n'^-leitendes Gebiet 47 eingebracht, das 
als Sotuveelektrode wirkt Ober dem Kanalgebiet 46 65 
zwischen Sourcedotierung '7 und Drainwanne 42 liegt 
das Steuergate 46. Es kdnnen eine Vielzahl von weiteren 
Kanal- und Sourcegebieten 50 bzw. 51 in die Wanne 42 



eingebracht werden, wobei die Gateelektrode 48 ent- 
sprechend ausgedehnt wird 

Der Feldstarkeverlauf innerhalb der in der Wanne 42 
ausgebildeten Raumladungszone verlauft beim DMOS- 
Transistor 40 in Richtung zum Halbleitersubstrat 45 und 
somit zum ruckseitigen DrainanschluBkontakt hin. Eine 
Erhohung der Spannungsfestigkeit kann hier durch eine 
VerSnderung des Flachenverh^tnisses von nichtdurch- 
lassigen Bereichen zu Offnungen innerhalb der Maske 
erreicht werden, um die Dotierstoffkonzentration inner- 
halb der Wanne 42 zu verringem und auBerdem damit 
einhergehend dm-ch eine Vertiefung der Wanne 42 und 
eine Vertiefung des als Draingebiet wirksamen Halblei- 
terkdrperabschnitts 45. 

In den Fig. I, 2 dienen die Dotieningsgebiete 3 bzw. 
42 als Drainelektroden der MOS-Transistoren 1 bzw. 40. 
AUgemein kann die Erfindung aber angewandt werden 
auf jegliches Ladungstragersenkengebiet eines Transi- 
stors, wie z. B. auf die Hersteliung des Kollektordotie- 
rungsgebiets mit verringerter LadungstrSgerkonzentra- 
tion eines bipolaren pnp- oder npn-Transistors, um eine 
erhohte Spannungsfestigkeit zu erreichen. 

Patentansprflche 

1. Verfahren zur Herstellimg von mindestens zwei 
Transistoren (2. 1) in einem Halbleiterkdrper (9), 
bei dem in den Halbleiterkorper ein erstes Wan- 
nendotierungsgebiet (10) zur Aufnahme des ersten 
Transistors (2) und ein als Draingebiet oder Kollek- 
torgebiet fur den als MOS-Transistor bzw. Bipolar- 
transistor ausgefiihrten zweiten Transistor (1) die- 
nendes zweites Wannendotierungsgebiet (3) durch 
eine einzige maskierte Dotierung mit nachfolgen- 
der Warmebehandlung eingebracht werden und 
die Maske zur Bildung des zweiten Wannendotie- 
rungsgebiets (3) fur den Dotierstoff durchlassige 
(31a. . 31d) und fur den Dotierstoff nichtdurchlSssi- 
ge (30a. . 30e) Bereiche umf aBt 
Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die fur Dotierstoff nichtdurchlassigen 
Bereiche (30a.. 30e) der Dotierungsmaske hoch- 
stens derart ausgedehnt sind, daB aufgnmd der 
Warmebehandlung eine Diffusion in die Abschnitte 
des Halbleiterkdrpers, die oberflSchlich von den 
nichtdurchltssigen Bereichen bedeckt sind, derart 
erfolgt, dafi sich ein im wesentlichen gleicbm§Biger 
Verlauf (33) der Dotierstoffkonzentration im zwei- 
ten Wannendotierungsgebiet ergibt 

3. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die durchl^ssigen Be- 
reiche (31a.. 31d) von den nichtdurchlassigen 
(30a. . 30e) Bereichen umgeben werden und von- 
einander jeweiis konstanten Abstand aufweisen. 

4. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 3, 
gekennzeichnet durch streifenfdrmige Ausbildimg 
der Bereiche (30a.. 30e, 31a.. 31d), wobei die 
durchlassigen Bereiche voneinander gleichen Ab- 
stand aufweisen. 

5. Verfahren nach einem der Ansprache 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB der erste Transistor 
(2) ein N-Kanal-MOS-Transistor ist und der zweite 
Transistor (1) ein P-Kanal-MOS-Transistor, daB 
der Halbleiterkdrper (9) n-Ieitfahig ist und die darin 
eingebrachten ersten und zweiten Wannendotie- 
rungsgebiete (3, 10) p-leitfahig sind, daB neben dem 
zweiten Wannendotierungsgebiet (3) ein n-leitfahi- 
ges weiteres Wannendotierungsgebiet (5) in den 
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HalbleiterkOrper (9) als Kanalgebiiet eingebracht 
wird und darin ein p-leitf ahiges Gebiet (6X da3 das 
p-leitfahige Gebiet (6) als Source des zweiten 
MOS-Transistors (1) und das zweite Wannendotie- 
rungsgebiet (3) als Drain kontaktiert werden. 5 
6. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB der erste Transistor 
(41) ein P-Kanal-MOS-Transistor ist und der zweite 
Transistor (40) ein N-Kanal-MOS-Transistor, daB 
der Halbieiterkarper (45) n-Ieitfahig ist und die dar- 10 
in eingebrachten ersten und zweiten Wannendotie- 
rungsgebiete (43, 42) n-leitfahig sind. daS in das 
zweite Wannendotierungsgebiet (42) mindestens 
ein p-leitfahiges Gebiet (46, 50) als Kanalgebiet und 
darin ein n-leitfahiges Gebiet (47, 51) eingebracht 15 
sind, daB das n«leitfahige Gebiet (47, 51) als Source 
des zweiten MOS-Transistors (40) und das zweite 
Wannendotierungsgebiet (42) als Drain kontaktiert 
werden. 
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